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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 20: Resistance of plastic encapsulated SMDs to
the combined effect of moisture and soldering heat

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization fr st i S mprising
all njational electrotechnical committees (IEC National Committees). The i promote
interrjational co-operation on all questions concerning standardization in the e ields. To
this ¢nd and in addition to other actlvmes IEC publlshes International 3 ifications,
Techpical Reports, as “IEC

Publipation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; ajjona interested
in the i nd non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in~thi ep i 5 closely
with [the International Organization for Standardization (ISOY i d it fiti hined by
agreq izati

2) The fprmal decisions or agreements of IEC on technical matters & s ible, intgrnational
consénsus of opinion on the relevant subj i S j i i from all
intergsted IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recomm S i € National
Cominittees in that sense. While all reasonab S i t of IEC
Publipations is accurate, i i i for any
misinterpretation by any end user.

4) In orfder to promote interngtio iformi | ( i lications
transparently to the maxi § i i i i i icati . iyergence
betwgen any IEC Publication aqd the ! iong i icati ingicated in
the Igtter.

5) IEC provides no_ frnarking procedure toyN s approval and cannot be rendered responsiblel for any
equigment decl qQrmi i ublication.

6) All ugers should enSuyé : v edition of this publication.

7) No ligbility shall attagh or its directprs, employees, servants or agents including individual exgerts and
mempers of its teghnisal & C National Committees for any personal injury, property damage or
other ¢ atsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expe isi Qut tion, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any ofther IEC
Publifatje

8) Attenftionq i ative references cited in this publication. Use of the referenced publigations is
indis

9) Attenttion is<drawq to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the spubject of
pater|t rights;1EC sha/V'not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International _Standard |EC 60749-20 has been prnparpd hy |IEC technical committee 47:
Semiconductor devices.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2002 and constitutes a
technical revision. The main changes are as follows:

e to reconcile certain classifications of IEC 60749-20 and those of IPC/JEDEC J-STD-020C;
o reference IEC 60749-35 instead of Annex A of IEC 60749-20, Edition 1;
e update for lead-free solder;

e correct certain errors in the original Edition 1.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/1989/FDIS 47/2003/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

6 ES; vices —
hods, can be f

U de c (Jc cld ite
ound on the IEC website.

The copnmittee has decided that the contents of this publication will e 3 ntil the
maintepance result date indicated on the IEC web site under "http:i//we a.jeecxxh™ipthe data
related|to the specific publication. At this date, the publication

* reconfirmed,
* witldrawn,
. replaced by a revised edition, or

@@
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 20: Resistance of plastic encapsulated SMDs to
the combined effect of moisture and soldering heat

1 Scope

semico
destrug

2 Narmative references

The fol
dated 1
the refe

IEC 60
solderd

IEC 60
visual i

IEC 60
Acoust

Packag
heat rd

storagd.

tive.

¥49-3, Semiconductor devices —
hspection

while uhg

4 Tept apparatus and materials

4.1 Humidity chamber

heat of
test is

His document. For

ition of

ods for

txternal

art 35:

Idering
during
br heat
sorbed

The humidity chamber shall provide an environment complying with the temperature and
relative humidity defined in 5.3.

4.2 Reflow soldering apparatus

The infrared convection, the convection and the vapour-phase reflow soldering apparatus shall
provide temperature profiles complying with the conditions of soldering heat defined in 5.4.2
and 5.4.3. The settings of the reflow soldering apparatus shall be adjusted by temperature
profiling of the top surface of the specimen while it is undergoing the soldering heat process,
measured as shown in Figure 1.
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Adhesive agent or thin tape

_,_,—_ <§—— Thermocouple

Lead plns
Resin

Holder

IEC 1746/01

NOTE The adhesive agent or thin tape should have good thermal conductivity.

Figure 1 — Method of measuring the temperature profilg en
4.3 older
Unless|otherwise detailed in the relevant specification, , such as

fibreglgss or polyimide, may be used for the holder.

4.5

Perfluo

46 &

Unless
of colo

Solder pf.compositioh as specified in Table 1 of IEC 60068-2-20:2008 shall be used.

epoxy
on the
of the
results
hape of

br shall

weight
60068-

5 Procedure

5.1 Initial measurements
51.1 Visual inspection

Visual inspection, as specified in IEC 60749-3, shall be performed before the test.

Special

attention shall be paid to external cracks and swelling, which will be looked for under a

magnification of 40x.
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5.1.2 Electrical measurement
Electrical testing shall be performed as required by the relevant specification.

5.1.3 Internal inspection by acoustic tomography

Unless otherwise detailed in the relevant specification, internal cracks and delamination in the
specimen shall be inspected by acoustic tomography in accordance with IEC 60749-35.

5.2 Drying

Unless atherwise detailed in the relevant specification the specimen shall be haked at 125 °C

+ 5 °C for at least 24 h.

5.3 Moisture soak

5.3.1 General

Unless| otherwise detailed in the relevant specification,
selected on the basis of the packing method of the
specimgn before soldering is detailed in the relevant sp
instead| of being subject to moisture soak.

gnditions shall be
A). If bakjng the
en shall be baked

5.3.2 Conditions for non-dry-pac

The maqisture soak condition shall be sel
limit of [actual storage (see A.1.2.1).

~Nn_accordance with the permissible

r non-dry-packed SMDs

| Temper re Refative h \l"duly_/ Duration time Permissible limit on
Condition S

o h actual storagp

A1 or|B1 @\Q\/ 168 £ 24 <30 °C, 85 % RH
RH: Relptive hum|d|ty

NOTE Condltlons a&ﬁl\i&mstu soak for non-dry-packed SMDs under either method A or B.

5.3.3 r dry-packed SMDs

5.3.3.1

Moistune saqak-conditighs for dry-packed SMDs may be used as specified in method A, Table 2,

or method/B; Table 3. Moisture soak conditioning for dry-packed SMDs consists of two [stages.
The flr + etann r\'F conditionina ic intandad ta cimulata mr\lehlrl—nnn ShMDc hr\fr\rn r\pr\ Ing the

ototagt SO oo GO T toT O CO—tO— o oot C— T oTrotuT g oo o

dry pack/dry cabinet. The second stage of conditioning is to simulate moisturizing SMDs during
storage after opening the dry pack for soldering (floor life). Moisture soak conditioning for dry-
packed SMDs shall be selected from method A or B. Method A shall be used when the relative
humidity in the dry pack or dry cabinet is specified by the manufacturer as being between 10 %
and 30 %. Method B shall be used when the relative humidity in the dry pack or dry cabinet is
specified by the manufacturer as being below 10 %.
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5.3.3.2 Method A

Unless otherwise detailed in the relevant specification, the first stage conditioning of A2, as
shown in Table 2, shall be performed. Subsequently, the second stage conditioning of A2, as
shown in Table 2, shall be performed within 4 h of finishing the first stage of conditioning (see

A.1.2.2).

The relative humidity of the first stage conditioning must be the same as the upper limit of the
relative humidity inside the moisture barrier bag. The relative humidity of the second stage

conditioning must be the same as the conditions of floor life.

Where reguired-in-the—relevant-spescification—test—conditions—etherthanthose—ofthe—moisture
barrier pag and floor life conditions may be specified in the moisture soak conditi Table 2.

Table 2 — Moisture soak conditions for dry-packed S

Permissible stqrage
¢ondition Moisture soak conditions in th dry x Condition off
conditions pack an th floor life
cabl

A2 firs_ -stage (85 £ 2) °C, (30 +5) % RH,

conditioning 168 o h <30 C, 30 % RH Yea -

A2 sedond-stage (30 £2) °C, (70 +4) % RH,

conditioning 168 2 h <30 °C, 70 % RH, [168 h

RH: Relative humidity \ (N, >
NS

NOTE 1| The first stage of i i age ¢ nditions in the dry pack and the dry cabine{, as well

as increasing relative humidit

g the SMDs at the distributor's facility and tihe user's

inspectign facility. When €O dition A2\ MDs should be packed into a moisture-proof bag with IC
trays an desiccant : . may then be subjected to multiple temporary opg¢nings of
the moidture-proof bag (f ime). Repack and inspection of SMDs are possible While the
humidity|indicator in the indicats than 30 % RH since SMDs will recover the initial condition of

absorbed

Clause A.2) i C ojsture_conirol of the dry pack. A check of the moisture indicator is suffjcient for

moisture

NOTE 2

he first-stage conditioning does not result in saturation, the soal time is

extended S8 h, se SMB)s in a dry pack or dry cabinet will become saturated with moisture during Ipng-term

storage. iture\soak of the first stage of conditioning reaches saturation, the soak time is shortengd.

5.3.3.3

The copdition of moisture soak conditioning shall be selected from Tabl

e 3i
12~

accordance with

the conditiomrofthefloortife detaitedimtheTetevantspecification (see A

)
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Table 3 — Moisture soak conditions for dry-packed SMDs (method B)

Total conditions from baking
Condition Moisture soak conditions to dry packing and temporary Condition of floor life
opening of the dry pack
(85 +2)°C, (60 £5) % RH, <30 °C. 60 % RH
B2 30 °C, 60 % RH, 24 h ’ o
168 2 h <30°C, 60% RH, 1 year
(830 £ 2) °C, (60 £5) % RH, <30 °C. 60 % RH
B2a 696 +221 h <30 °C, 60 % RH, 24 h 4 weeks
(30 +£2)°C, (60 +5) % RH,
B 424 <30 °C, 60 % RH, 24 h 0 60 % RH, 168 h
19275 h
(830 £ 2) °C, (60 £5) % RH,
B 424 <30 °C, 60 % RH, 24 h <30X€,60 % RH, 72 h
96, h
(830 £ 2) °C, (60 £5) % RH, \\%
B 424 <30 060% h \ 0 °Cy % RH, 48 h
725 h
(830 £ 2) °C, (60 £5) % RH,
B5a 424 <30 °€, 60 % <30 °C, 60 % RH, 24 h
487, h
(830 £ 2)°C, (60 £5) % RH \/
B 124 <30 °C, 60 % HH, 6 h
6 5 h
RH: Relhtive humidity A

NOTE 1 | Moisture soak conditighs fxom t-stage conditioning (30 °C, 60 % RH, 24 h) and
the secopd-stage conditioning (fior life

NOTE 2 | Contents in the dry p er materials, should be fully dried just beforg packing
into the be completely dry. This is because moist matefials and

degradeq

moisture-proof b
desiccan e
The relafive humidity\ipy” th

measurement of the SMQ

NOTE 3
humidity

NOTE 4
soldering &
into the

5.4 $oldering

5.4.1 L General

d 10 %.
content

7 the relative humidity in the dry pack to exceq

relative

SMDs to
ng them

Unless otherwise detailed in the relevant specification, the specimen shall be subjected to
soldering heat within 4 h of finishing the moisture soak or baking. The method and condition of
soldering heat shall be selected from 5.4.2 to 5.4.4 according to the relevant specification.
Whichever method is chosen, the soldering heat cycles shall be a minimum of one and a
maximum of three. Unless otherwise detailed in the relevant specification, one cycle of
soldering heat shall be used. If more than one cycle is selected, the specimen shall be cooled
down to below 50 °C before the second, and subsequent, soldering heat.
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NOTE If the specimen is not affected by moisture soak and drying, which takes place during room storage of over
4 h, a storage time exceeding 4 h following the completion of moisture soak or the baking may be detailed in the

relevant specification.

5.4.2 Method of heating by infrared convection or convection reflow soldering

5.4.2.1 Preparation

The specimen shall be put on the holder.

5.4.2.2 Preheating

Unless atherwise specified in the relevant specification the specimen shall be preheated at a

temperpture conditions range shown in A.3.1 for 60 s to 120 s in the reflow sol

5.4.2.3 Solder heating

Followipg preheating, the temperature of the specimen shall be

ing ap

pbaratus.

ire and

then lo le 4 or
Table Idering
conditid
NOTE 1 of short
temperat of long
temperat]
NOTE 2 e profile
given in F
tion reflow temperatures
Temperature
for volume
Prckage mm?3
thjckness
mm <350 350 - 22000
°C 2 000 °C
°C
<25 < M\N\od \/ 10 240 240 225
¢ R \Metiod s 20 240 225 225
> 2 « Methdg A 10 240 240 225
Wod> 20 225 225 225
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Table 5 — Pb-free process — Classification reflow temperatures

Package Method Time within 5°C of the Temperature for volume
thickness specified classification mm3
mm temperature
s <350 350 -2 000 >2 000
°C °C °C
<1,6 Method A 10 260 260 260
20
Method B 30
1,6 -2.5 Method A 10 260 250 245
20
Method B 30 (\
A\
>2,5 Method A 10 250 2 245
20
N
Method B 30 4 \

5.4.3 Method of heating by vapour-phase r

5.4.3.1 Preparation

The spgcimen shall be put on the holder,

5.4.3.2 Preheating

Unless|otherwise specified™
temperature from 100

Sold@

5.4.3.3

ation, the specimen shall be preheated at a
in in the vapour-phase soldering app

aratus.

The ten
specim
(refer t

be raised after preheating. When the temperature of the
it shall be maintained for 40 s + 4 s as shown in [Table 6

Temperature Time
°C s
215+ 5 40+ 4

544

5.4.4.1

Preparation

Method of heating by wave-soldering

The bottom surface of the specimen shall be fixed to the holder by an adhesive agent specified
in the relevant specification. Unless otherwise detailed in the relevant specification, flux shall
not be applied to the specimen and holder.

NOTE 1

If flux is applied, vaporization of solvent in the flux could affect the temperature rise of the specimen. Flux

should not, therefore, be applied to the body of the specimen and should only be applied to lead pins as sparingly

as possible.
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NOTE 2 Where SMDs have a stand-off (height between the bottom of the SMD body and the bottom of the lead
pin) of less than 0,5 mm (except lower thermal resistance SMDs with a heat sink and whose body thickness
exceeds 2,0 mm), they should be tested by soldering heat of methods A and B. SMDs whose body thickness
exceeds 3,0 mm are tested by soldering heat by condition I-B. Wave-soldering of conditions IlI-A and 1lI-B should
be omitted because methods A and B are more severe than conditions IlI-A and IlI-B for these SMDs (refer to
A.3.3).

5.4.4.2 Preheating

Unless otherwise detailed in the relevant specification, the specimen shall be preheated at a
temperature of 80 °C to 140 °C for 30 s to 60 s in the soldering apparatus.

5.4.4.3 Solder heating

Followihg preheating, the specimen and the holder shall be immers i i molten
solder, [as shown in Figure 2. The immersion condition shall be selected from

Flowing molten
Holder solder

Specimen Direction \\ Direction

IEC 1748/01

Figure 2a — Start of immersion

itions for wave-soldering

ie e ure“afsolder Immersing time Actual soldering
Condition
/\ S method

-A \ 2}(@2\/ 51 1 Single-wave

I1I-B < \ \gqo % 10 £ 1 Double-wave

5.4.4.4 Cleaning

If the flux’/is applied, it shall be removed by a cleaning method detailed in the nelevant
SpeCiﬁCat;uu.

5.5 Recovery

If recovery is detailed in the relevant specification, the specimen shall be stored under
standard atmospheric conditions for the time given in the specification.

NOTE Wave-soldering is not commonly available to the semiconductor manufacturer. Where the manufacturer
does not have access to such equipment, the method should be specified only by agreement between the
manufacturer and the customer.
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5.6 Final measurements
5.6.1 Visual inspection

Visual inspection, as specified in IEC 60749-3, shall be performed after the test. Special
attention shall be paid to external cracks and swelling which will be looked for under a
magnification of 40x.

5.6.2 Electrical measurement

Electrical testing shall be performed as required by the relevant specification.

5.6.3 Internal inspection by acoustic tomography
Unless|otherwise specified in the relevant specification, internal cracksdand detamination in the
specimen shall be inspected by acoustic tomography in accordance 6Q74
6 Information to be given in the relevant specificatio
Subclayse
a) Maferial of holder 4.3
b) PoItion of specimen on the holder 4.3
c) Composition of flux 4.6
d) Nurpber of test specimens 5
e) Item and failure criteria for initial mea 5.1
f) Prefonditioning 5.2
g) Method of moisture sod 5.3
h) Corditions of drying 5.2
i) Baking conditions i oak 5.3
)] Mejhod of m@ 5.3.3
k) Per ‘ 5.3.3.2
) Cor
and 5.3.3.2
m) Sqe 5.3.3.2
is in
n) Moi 5.3.3.8
drie
0) Moistaresoak conditions for non-dry-packed SMDs 5.3.2
p) Period between finish of moisture soak and soldering heat 541
g) Method and condition of soldering heat 5.4.1
r) Number of cycles of soldering heat 541
s) Preheat conditions for infrared convection and convection 5.4.2.2
reflow soldering
t) Heating conditions for infrared convection and convection 5.4.3.3
reflow soldering
u) Preheat conditions for vapour-phase reflow soldering 5.4.3.2
v) Adhesion method 5.4.4 1

w) Preheat conditions for wave-soldering 5.4.4.2
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x) Cleaning method for flux

y)
2)

Recovery conditions

15—

Item and failure criteria for final measurement

5444
5.5
5.6

i

@%
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Annex A
(informative)

Details and descriptions of test method on resistance

of plastic encapsulated SMDs to the combined effect of moisture
and soldering heat

A.1 Description of moisture soak

A.1.1 Guidance for moisture soak

Method A and method B of moisture soak of 5.3 are intended to be used for dryxpacked| SMDs,
whereals the conditions in Table 1 are intended for use with non-dr Ds . whigh have
been sfored under room conditions.

Where [package cracking is generated by soldering heat after ' 'sture soak” of comditions
found ip Table 1, it is recommended that devices be dry-packe 3 phere.
If the pracking is generated by solder heating after ¢he i 2 A and
method B, it i ) CBs.
A.1.2

A.1.21

The pr¢sence of moisture )Sis_C8 diffysion of water vapour into the resin. The
moistule content of the resin neg i i i Idering
emanafes from near the.die™pad o 1K isti [ soak at
85 °C, B5 % relatiye h m|' in ki . i ckness
from the bottom ; ¢ & di i , Fi .1 indi at over
168 h gre neede 3 i K 3

Moistue soak ¢ ara te . in i i .3, oisture
soak speed whi to A.8
represgnt maoi

Saturafjo
example, ; iffusion
speed pf water~vapoup into resin depends only on temperature. Given the resin thickness as
defined in,‘\Eigure A72, saturating moisture time at 85 °C depends on the resin thickness
as shoyn.in Figure A.3. It would appear that, for a normal SMD whose resin thickpess is
from 0,5 mm to 1,0 mm, 168 h of moisture soak time are required.

of, for
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The saturated moisture content of resin depends on temperature and relative humidity as
shown in Figure A.4. The relative humidity required for moisture soak can be determined from
Figure A.4 (for example, so that the content of moisture at 85 °C can be made to correspond
with the content of moisture at 30 °C, the actual storage temperature). Conditions of moisture

soak for soldering heat tests are derived from Figure A.4 as shown in Table A.1.

Figure A.5 shows the moisture content in resin at the first interface (top surface of die or
bottom surface of die pad) under conditions of moisture soak and real storage conditions.

10
© 8 h
= 6 72
g5
S >
9 4
o E
O 4
=5 2 24
0 L 1 8h
0 0,2 0,4 (

D At N

IEC 1750/01

NOTE fa” or “b

bottom sprface of.the d ad is defined as the first interface.

Figure A.2 — Definition of resin thickness and the first interface

ker of the two is defined as the resin thickness and the top surface of the d

ie or the
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400

h

300 -]

200 -

100

1
0 Q5 1 15

Tjme for moisture content of resin
af the first interface to reach 95 %

Resin thickness mm

Figure A.3 — Moisture soak time to saturation &
as a function of resin thicknes

Storage Moisture sg
conditions conditions

e content

50 % RH

30 % RH

: 1 L] 1 :
20 40 60 80 100

Temperature °C

IEC 2201/08

Figure' A.4 —Femperature dependence of saturated moisture content of resin

Table A.1 — Comparison of actual storage conditions
and equivalent moisture soak conditions before soldering heat

Relative humidity for moisture

Condition Actual conditions of storage soak at 85 °C
%
A2 30 °C max., 30 % RH max. 30£5
Table 1 30 °C max., 85 % RH max. 85+5

B2 30 °C max., 60 % RH max. 605
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10

85 °C, 85 % RH, 168 h
30 °C, 85 % RH, 1 year

8t T

6} 85 °C, 60 % RH, 168 h
¥ 30 °C, 60 % RH, 1 year

A.1.2.2

Method
in adry

one yex
few ho

Figure |A.6 show
completely repr 5
though|the dry pack’i

»85 °C, 30 % RH, 168 h /\(\
2t .
S
30 °C, 30 % RH, 1 year (storage condition in dry pack)

0 .
0 0,5
Resin thickness mm

Moisture content of resin at first interface

after moisture sqaking mg/cm®

asedon conditions where SMDs ardg

pack or dry cabinet for a long ti ssible conditions of 30 °C, 30 %

stored
RH, for

r, and where the packing/cabinet can\be)opened temporarily any number of timg¢s for a

70 % RH, 168 h after opening the dry pad
dition of 30 % RH.

ing A2
k even
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10 T T

30 °C, 70 % RH, 168 h after moisture
soak of 85 °C, 30 % RH, saturation
(condition A3 after condition A2)

3
(o]
T

30 °C, 70 % RH, 168 h after
/ opening the dry pack

85 °C, 30 % RH, saturation
level

Moisture comtent of resin at
the first intefface  mg/cm

A.1.2.3 Moisture soak conditioning

Method B of moisture soak given in 5.8.3.38 3n conditions where SMDs, IC trays and
other materials have beern/co : iately before dry packing and the volume of
dried dgsiccant added to 5 pg absorption of moisture diffused through
the endosure bag. Integrity ofthe dfyx i ifie

a) use|of in sit is troNindi of a sensitivity that will alert for loss of enclosure
bag| integrity;

b) det i
tim¥ i

tem

tent as shown in Clause A.2. Environmental exposure
D bake to dry pack, the time the dry pack may be

Figure hws theXealculated relation between method B conditions and long-term storage
at eley 1 e condijtions. This calculated figure indicates that conditions B3 to B6
demon ~ serelation problems for thick SMDs where the moisture content of the
storagq environm nt is,greater than 10 %.

In SMOs\with interface to package exterior thickness greater than 1 mm, conditions BB to B6
are no more severe than 30 °C, 10 % RH, for one-year storage. Therefore, if a 10 % RH
saturation condition at the interface is deemed to have a significant effect on the reflow
performance, thick SMDs assessed with method B conditions shall be stored in conditions
lower than 10 % RH.

Figure A.8 provides an example of how the calculated interface moisture content of condition
B-tested products may not adequately replicate the calculated interface moisture content for
the most used environments at greater than 10 % moisture content.
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10 T T
B3: 30 °C, 60 % RH, 192 h after complete baking
B4: 30 °C, 60 % RH, 96 h after complete baking
8 r B5: 30 °C, 60 % RH, 72 h after complete baking T
B5a: 30 °C, 60 % RH, 48 h after complete baking
? B6: 30 °C, 60 % RH, 6 h after complete baking
6 4

Moisture cgntent of resin at
the first intgrface  mg/cm

10

Higure A.7 — Dependence of th 0|st tent
on resin thickness me hod

storage of 30 °C, 20 % RH, 1 year

e: 30 °C, 60 % RH, 168 h after
storage of 30 °C, 30 % RH, 1 year

Figure A.8 — Dependence of moisture content of resin at the first interface

0 0,5 1,0
Resin thickness mm

1,5

IEC 1756/01

on resin thickness related to condition B2 of method B of moisture soak
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A.2 Procedure for moisture content measurement

The moisture content of a device (MCD) is often used to provide an indication of moisture
content in SMDs. Measurement of the MCD shall, however, be used carefully for the following
reasons:

— when the moisture soak does not result in saturation, the moisture content of the resin at
the first interface will not be representative, since moisture distribution in SMDs may be
variable. For example, the surface of the SMD may contain a high level of moisture
whereas the inner part of the device is dry, and vice versa;

— though the moisture content of resin is equal, according to the ratio of resin in the device,
the [MCD varies.

A procgdure for measuring the moisture content of a device is describg

— the|device is weighed with an accuracy of 0,1 mg per device (

— as |permitted by the absolute maximum rating of storage als ' elevant
spegification, the device is dried for 24 h at 150 °C or 48 ' ;

— theldevice is allowed to cool down to room temperat
— the|device is re-weighed (y);
— themoisture content of the device (MCD) is ¢

A3

A.3.1 etion and convection reflow soldering
A.3.11

Solder vhOse soldering time is shorter than that of method B,
specifie according to the temperature profile shown in Figlure A.9
and Fig package body temperature, is the highest temperature
that an|indivi C eaches during moisture sensitivity level testing and ¢} is the
time fo etween T, and T, =5 °C).

In actu i in_order to obtain good soldering, the temperature of solder joint ngeds to
be confrolled-On\the other hand, since the heating damage to semiconductor is depengent on
the ten body of semiconductor, it needs control of body temperature [for the

soldering.heat test.

Since a large semiconductor has a large heat capacity, temperature of body during actual
soldering does not rise easily, and since a small semiconductor has a small heat capacity,
there is a tendency for the temperature to rise easily. Therefore, as shown in Table 4 or Table
5, it is necessary to change temperature conditions with the size of the body of the
semiconductor.
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ty (+3) s
<>
+0
o (Zg)
T,-5°C

Temperature

] 160 °C

1 min to 2 min

emperature

Time
IEC 2203/08

gnvection reflow soldering for lead-free assembly



https://iecnorm.com/api/?name=aac001e2d208a739218ac75b2904d3f9

- 24 - 60749-20 © IEC:2008

A.3.1.2 Method B time-temperature profiles

Table A.2 — Classification profiles

Profile feature Sn-Pb eutectic assembly Pb-free assembly
Ramp-up rate
3°C s~ max. 3°C s max.
(Tmax tO Tp)
Preheat
100 °C 150 °C
Temperature min (T__. )
T50 "C T
Tempgrature max (T, )
_ smax 60s-120s 60-12
Time (Fgmin 0 Tomax) (&) N
Time maintained above:
Tempgrature (T) 183 °C 17
Time () 60s-150s Os- s
For users Tp must not exceed the \§ S Tp ust not exdeed
classification temperat clgssification temperagure in

Table 4.
Peak gackage body temperature (T )
P pliers T_must equal or

For suppliers T_mu b
exceed the clagsifigati ceed the classification
te?p&eqture abls 4. temperature in Table 5.

Time ( )a within 5 °C of the specified \J

classif|cation temperature (T ), see 30s?®
Figure|A.11

Ramp-down rate (T t0 Ty rax) \6\&‘& "\\/ 6 °C s~! max.

Time 25 °C to peak temperat% ( Rg)? 8 min max.

M start of preheat. Temperature max (T, is the

smax

NOTE [t Temperature min\J,

tempefature at the end of reh gat\h N is the time taken to heat from T . to T__ ..
NOTE |2 Live-bug‘ i i o describe the orientation of the package when resting| on its
termingls. Dead-bug™(g ioh i to describe the orientation of the package with the teqminals

facing Jup.

NOTE 3 All ten ature enitre of the package, measured on the package body surface [that is
facing Jup durifig assembl live-bug. If parts are reflowed in other than the normal live bug asgsembly
reflow or|enta'n i.eds _ stiould be within £2 °C of the live bug T and still meet the T_ requirements,
otherw € i adjusted to achieve the latter.

NOTEKY Re ile is document are for classification/preconditioning and are not meant to $pecify
board pssemblyiy MNActual board assembly profiles should be developed based on specific process|needs
and bdard designs b

For example, if T_is 260 °C and time t_is 30 s, this means the following for the supplier and the user:

For a supplier: the peak temperature should be at least 260 °C. The time above 255 °C should be at least 30 s.
For a user: the peak temperature should not exceed 260 °C. The time above 255 °C should not exceed 30 s.

NOTE 5 All components in the test load should meet the classification profile requirements.

a Tolerance for tp is defined as a supplier minimum and a user maximum.
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Tp T
Ramp range
T
Tsmax Preheat area /
¥ Y

(0] .
’5 TSmII’]
© v
(0]
'_

25 %

%—Time 25°C to peak

IEC 2204/08

A.3.2 Temperature profile of vapour-p

Solder [ heating using the specified in 5.4.3 shall be pefformed
according to the tempe i

9,

100 °C to 160 °C

_/‘ >
>

1 min to 2 min

Time

IEC 1759/01

Figure A.12 — Temperature profile of vapour-phase soldering (condition II-A)

A.3.3 Heating method by wave-soldering

The method of immersion into a solder bath as shown in Figure A.13 does not correspond
exactly with real wave soldering criteria because the molten solder does not enter the gap
between the PCB and the SMD's body during real wave-soldering. Consequently, the tem-
perature of the SMD during real wave-soldering is lower than that during the immersion method
into a solder bath. When the immersion method is performed for ICs and LSIs having a large
heat capacity, the device's body temperature becomes higher than that resulting from the
wave-soldering method, by between 10 °C and 80 °C. When SMDs are large, such as QFP and
QFJ, the differential could be between 50 °C and 80 °C. Consequently, the wave-soldering
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method as shown in Figure 2 shall be performed for the soldering heat test. Package cracking
is generated by rapid temperature rise at the first interface during solder heating.

Figure A.14 shows the relationship between the thickness of the SMD's body and the peak
temperature at the first interface under each type of solder heating. In SMDs having a stand-off
(the height between the bottom of the SMD's body and the bottom of the lead pin) of less than
0,5 mm (excluding lower thermal resistance SMDs having a heat sink), if the body thickness of
the SMD exceeds 2,0 mm and solder heating by methods A and B is used, the wave-soldering
method can be omitted. Similarly, when the thickness exceeds 3,0 mm and solder heating by
methods A and B is used, the wave-soldering method can also be omitted. For SMDs having a
stand-off exceeding 0,5 mm (see Figure A.15) or having a heat sink, wave-soldering cannot be
omitted because their body temperature will be higher than that shown in Figure A.14.

P Jig

N

:z*ns‘;zziz“:;?.sx ’

the first intgrface >€

200 Eoldermg (220 °C and 10 s)

190 | - Wave-soldering
(condition 111-B)

180 + '
1 15 2 25 3 35
Thickness of SMDs mm IEC 1761/01

Figure A.14 — Relation between the infrared convection reflow soldering
and wave-soldering
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PCB Lower stand-off

L

T

Molten solder does not

enter the gap EC 176201

PCB Higher stand-off

Molten soldel

Molten solder entered

into the gap IEC 1763/01

NOTE 1

Figure A.15a — Lower

'he reason for the differential of the SMD temperature depends on the heigh

Figure A.15 — Temperature in the body of the SMD d

&
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 20: Résistance des CMS a boitier plastique a I'effet combiné de

I'humidité et de la chaleur de brasage

LaC
de I'q
favor|
I"élec
des
Guid
aux

AVANT-PROPOS

bmposée
objet de
hines de
tionales,
B) et des
H’études,
hisations

interjationales, gouvernementales et non gouvernementales, en |IaIS nent aux
travapx. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation | elon des
condftions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisi mesure
du p intéressés
sont

Les agréées
comme telles par les Comités nationaux de la . isehnables sont entrepris afin qye la CEI
s'asspjre de I'exactitude du contenu techniqué de ses putiblieations; la CEIl ne peut pas étre tenue resporjsable de
I'éver i un quelconque utilisateur final.

Dans|le but d'encourager I' és’nationaux de la CEIl s'engagent, dang toute la
mesyre possible, a appliquer de Jublications de la CEl dans leurs publications
natiohales et régionalesp Toute dive rextoute Publication de la CEI et toute publication natijonale ou
régiopnale correspondante doit &

La JEI n’a préyd\au > ge valant indication d’approbation et n’engage| pas sa
respqnsabilité e@ Qi X ofmes a une de ses publications.

Tous|les utilisateur ivepths'a S s sont en possession de la derniére édition de cette publicatipn.
Aucupe responsil e\ne it @ i e 3 , a ses administrateurs, employés, auxilipires ou
mandg 3 papticuliers et les membres de ses comités d'études et des|Comités
natiopaux de ¢judice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tput autre
dommage d€ quely soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris|les frais
de jup ant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CIEl ou de
toute|a

L'attq g references normat|ves citées dans cette publ|cat|on L'utilisation de publications
référgncées e

L’attgntion” est attirée_gur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEl peuyent faire
I'objgt de ,droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenjue pour

.

respq

nsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété ou de ne pas avoir signalé leur existend

La Norme internationale CEI 60749-20 a été établie par le comité d'études 47 de la CEl:
Dispositifs a semiconducteurs.

Cette seconde édition annule et remplace la premiére édition publiée en 2002 et constitue une
révision technique. Les principales modifications sont les suivantes:

concilier certaines classifications de la CEl 60749-20 avec celles de I'lPC/JEDEC J-STD-020C;
faire référence a la CEl 60749-35 a la place de I'annexe A de la CEI 60749-20 Edition 1;

effectuer une mise a jour pour la brasure sans plomb;

corriger certaines erreurs de I’Edition 1 originale.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47/1989/FDIS 47/2003/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti

a l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une lis] i o 1d ¢
semicohducteurs — Méthodes d’essai mécaniq
web de|la CELI.

Le conlité a décidé que le contenu de cette publication ne serapa

mainte
lites a

¢ rec

* supprimée,
* remplacée par une édition révisée, ou
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, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 20: Résistance des CMS a boitier plastique a I'effet combiné de
I'humidité et de la chaleur de brasage

1 Domaine d’application

acehgleur de
lagtique a

La prégente partie de la CEI 60749 fournit des moyens d'évaluer la rési
brasagé des semiconducteurs sous emballage comme les composanfs
montade en surface (CMS). Cet essai est destructif.

2 Références normatives

Les dqcuments de référence suivants sont indispensable icati brésent
documént. Pour les références datées, seule I'édition/citée s'appl . es non
datées € avientuels
amendg¢ments).

CEl 60
d’essai
(disponfible en anglais seulement)

bthodes
sorties

CEI 60Y49-3, Dispositifs 1 > jques —
Partie 8: Examen visuel exte

CEI 60749-35, Disposi e S — Méthodes d’essais mécaniques et climatiques —
Partie 35: Micro ;

3 De

Des cr lastique
peuven NQrsQ eur de
I'humidjig ab résente

méthode Ressai 3 blongés
S ’humidité absorbée lors du stockage en magasin ou dans un
emballage avec dessigant.

4 Appareillage d’essai et matériaux

4.1 Chambre d’humidité

La chambre d’humidité doit créer un environnement respectant la température et '’humidité
relative définies en 5.3.

4.2 Appareillage de brasage par refusion

Les dispositifs de brasage par refusion par convection infrarouge, par convection et en phase
vapeur doivent fournir des profils de températures conformes aux conditions de chaleur de
soudage définies en 5.4.2 et en 5.4.3. Les réglages du dispositif de brasage par refusion
doivent étre réalisés a l'aide des profils de températures de la surface supérieure de
I’éprouvette, mesurées conformément a la Figure 1, pendant que I'éprouvette est soumise a la
chaleur de soudage.
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Adhésif ou ruban mince

Puca \Q@ <€—— Thermocouple
\,

, N
N A \2

Broche

CEl 1746/01

NOTE |} convient que I'adhésif ou le ruban mince posséde une bonne conductivité thermique.

Figure 1 — Méthode de mesure du profil de température d’t
4.3 S$upport
Sauf indication contraire dans la spécification applicablé support
n'impoite quel matériau de circuit tel que la fibre de ve posant
doit étre placé sur le support selon les méthodes hapituelles\et’dans la\position indiquée a la
Figure [1. Si la mise en place de I’éprouvette, selo ' nent de
forme des conducteurs et entraine des anomalig ures, il
est pogsible de choisir une méthode €vitant de e des conducteurs ¢t cette
possibilité doit étre mentionnée dans I2 i
4.4 Appareils de brasage a la vagye
Les appareils de brasage 2 N 5.4.4.
Générdlement, la soudure
4.5 $olvant poi
Le perfluorocarbo
46 Fk
Sauf pfécisi masse
25 % de « B de la
CEI 6006
4.7 IIZ
Il est ngcessaire d’utiliser un matériau de soudage dont la composition est spécifiée flans le

Tableau

1 de la CEl 60068-2-20:2008.

5 Procédure

5.1 Mesures initiales

5.1.1

Examen visuel

Le contréle visuel, conformément a la CEl 60749-3, doit étre réalisé avant I'essai. On doit étre
particulierement attentif aux fissures externes et aux gonflements, a rechercher sous un
grossissement de 40x.
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5.1.2 Mesure électrique

Les essais électriques doivent étre effectués selon les exigences de la spécification applicable.

5.1.3 Contréle interne par tomographie acoustique

Sauf précision contraire dans la spécification applicable, les fissures et déstratifications internes
du composant doivent étre contrélées par tomographie acoustique selon la CEl 60749-35.

5.2 Séchage

Sauf précision contraire dans la spécification applicable, le composant doit étre étuvé a 125 °C
+ 5 °C pendant au moins 24 h.

5.3 Absorption d’humidité

5.3.1 Généralités

Sauf prjécision contraire dans la spécification applicable, le umidité

doivenf| étre sélectionnées selon la méthode d'emballd .1). Si
I'’étuvage de I'éprouvette avant le brasage est préeisé licable,
I’éprouyette doit étre soumise a I'étuvage au lieu de 1’4

5.3.2 Conditions relatives aux CM

La congition d’absorption d’humidité doi B limite

autoris¢e pour le stockage réel (voir A.1

Tableau 1~ Conditio
us e

N
. Tempér tM Humidité'relative Durée Limite autoris¢e
Condition o S .
C h pour le stockage|réel

A1 ou|B1 \ﬂfo)/-k\{\/\ 85\%5 168 = 24 <30 °C, 85 % HR

HR: Hurpidité relative
NOTE |es conditions ANet\B1 indiquen{_une absorption d’humidité pour les CMS sous emballage sans dgssicant
selon la méthomu .

R\

5.3.3 (humidité pour CMS sous emballage avec dessicant

5.3.3.1

Pour 1gs“CMS sous emballage avec dessicant, les conditions d’absorption d’humidité
spécifiees dans Ta méthode A, Tableau Z, ou la méthode B, Tableau 3, peuvent &fre utilisées.
Pour les CMS sous emballage avec dessicant, le conditionnement pour absorption d'humidité
comprend deux phases. La premiere phase est destinée a simuler I'absorption d’humidité du
CMS avant I'ouverture de I'emballage avec dessicant ou de I’'armoire séche. La seconde phase
de conditionnement vise a simuler 'absorption d’humidité du CMS au cours du stockage aprés
I'ouverture de I'emballage avec dessicant en vue du brasage (environnement non protégé). Le
conditionnement pour absorption d’humidité pour les CMS sous emballage avec dessicant doit
étre sélectionné a partir de la méthode A ou B. La méthode A doit étre utilisée lorsque
I’humidité relative dans I’emballage avec dessicant ou dans I'armoire seéche est spécifiée par le
fabricant comme se situant entre 10 % et 30 %. La méthode B doit étre utilisée lorsque
I’humidité relative dans I’emballage avec dessicant ou dans I'armoire séche est spécifiée par le
fabricant comme étant inférieure a 10 %.



https://iecnorm.com/api/?name=aac001e2d208a739218ac75b2904d3f9

60749-20 © CEI:2008 -35-

5.3.3.2 Méthode A

Sauf précision contraire dans la spécification applicable, il est nécessaire d’exécuter le
conditionnement de la premiére phase A2 indiqué au Tableau 2. Ultérieurement, il est
nécessaire d’exécuter le conditionnement de la seconde phase de A2 indiqué au Tableau 2
dans les quatre heures qui suivent aprés la fin de la premiére phase de conditionnement (voir
A.1.2.2).

Il faut que 'humidité relative du conditionnement de la premiére phase soit la méme que la
limite supérieure de I'humidité relative a l'intérieur du sac étanche a I'humidité. Il faut que
I’hnumidité relative du conditionnement de la seconde phase soit la méme que dans les
conditions d’'un environnement non protégé.

du sac
ans les

Si la slpécification correspondante I’exige, les conditions d’essai autr
étanch¢ a I’humidité et celles de I’environnement non protégé peuven
conditigns pour I'absorption d’humidité du Tableau 2.

nditions de storkage

Conditions d’absorption .
en environnemenf non

Gondition

d’humidité P
protégé
Conditjonnement de (85 £ 2) °C, (30 + 5) % H
la premiere phase A2 168 _

Conditjonnement de
la secdnde phase A2

AN
HR: Hymidité relative_ k \/\

NOTE 1
dessican
suite au
A2 est a

<30 °C, 70 % HR, [168 h

représente les conditions de stockage dans I'’emballagge avec
ugmentation de 'humidité relative dans I'’emballage avec dessicant
iButeur et lors du contrdle d’entrée de I'utilisateur. Lorsque la fondition
er les CMS dans un sachet étanche a I'humidité avec des réglettes @ circuits
intégrés ques semaines qui suivent le séchage. lls peuvent alors étre souris a des
ouverturg achet étanche a I'humidité (pendant plusieurs heures chaque foig). Le ré-
emballadgelet le otro des CMS sont possibles tant que l'indicateur d’humidité dans I’emballage avec dessicant

indique 1 ifeé relative, étant donné que les CMS récupérent I'état initial de ’humidité absorbée
dans les| quelques_jours gui sUivent le ré-emballage. Dans ce cas, la mesure du taux d’humidité des QMS (voir
I’ArticIeJLa.Z) n’estypa &cessaire en tant que contréle d’humidité de 'emballage avec dessicant. Une vdfrification
de I'indi gst suffisante pour le controle d’humidité

NOTE 2 =
saturation, le temps d’absorption doit étre etendu a 336 h, car les CMS dans un emballage avec dessmant ou une
armoire seche deviennent saturés par I'humidité accumulee au cours d’'un stockage de longue durée. Le temps
d’absorption d’humidité est réduit lorsque la saturation est atteinte lors de la premiére phase de conditionnement.

5.3.3.3 Méthode B

Le conditionnement pour absorption d’humidité doit étre sélectionné dans le Tableau 3 selon
les conditions de stockage en environnement non protégé précisées dans la spécification
applicable (voir A.1.2.3).
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Tableau 3 — Conditions d'absorption d'humidité pour CMS
sous emballage avec dessicant (méthode B)

Conditions globales depuis Conditions de
i Conditions d’absorption I'étuvage jusqu'a I’emballage stockage
Condition s e g .
d’humidité avec dessicant et son en environnement
ouverture temporaire non protégé
(85+2)°C, (60 £ 5) % HR, <30 °C, 60 % HR
o o s (] s
B2 168 +§i h <30 °C, 60 % HR, 24 h 1 an
(30 £ 2) °C, (60 £ 5) % HR, <30 °C. 60 % HR
o o s (] ,
B2a AOA jzj. b <30 °C, 60 % HR, 24 h 4 semaines
(30 £ 2) °C, (60 £ 5) % HR, \&
B 30 °C, 60 % HR, 24 h 3 60 % HR, 168 h
192 24 < ° A ) ‘Qg‘\
(30 £ 2) °C, (60 £ 5) % HR,
B4 424 <30 °C, 60 % HR24 h <B0O\’C, % HR, 72 h
96 ;' h
N
(30 £ 2) °C, (60 £ 5) % HR,
B 424 <30 °C, 9 24 <30°°C, 60 % HR, 48 h
72 75 h
(30 £ 2) °C, (60 £ 5) % HR,
B5@a 424 3 0/% , 24 <30 °C, 60 % HR, 24 h
48 ;' h
N
(30 £ 2) °C, (60 £ 5) % HRy \_/
B¢ 6 2 1 <30 °C, 60 % HR, 6 h
-0
HR: Hurpidité relative \ (\ )
NOTE 1| Les conditions d’a a B@ englobent les deux phases de conditionngment: la
premiere| phase (30 °C, 60 hase en environnement non protégé.
NOTE 2| Il convien c dessicant des CMS, réglettes a circuits intégrés gt autres
matériauk, soit totalemén llage dans le sachet étanche a I’humidité et que le dessicant
soit totalement sec. La r&j ¢ 3 : riaux humides et les dessicants dégradés dégagent de la vapeur
d’eau, provoquant ung” hymidité relati emballage supérieure a 10 %. Il convient que ’humidité relative dans
I’emballage avec des ica 3t venfié indicateur d’humidité et la mesure de la teneur en humidité des CMS,
comme l|i
NOTE 3 s une armoire séche au lieu d’'un emballage avec dessicant rf'est pas
recommgn ut pas\obtenir une humidité relative trés faible dans une armoire seche.
NOTE 4 onditions individuelles de la méthode B englobent I'ensemble des condjtions de
stockagg depuis~letuyvage ddes CMS jusqu’a leur brasage. Il convient que ces conditions incluent la furée du
stockagg dans le local,~dépuis I'étuvage des CMS jusqu'a I'emballage avec dessicant, I'ouverture tempgpraire de
I’emballdge\etle stockage en environnement non protégé.

5.4 Chaleur de soudage

5.4.1

Généralités

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, le composant doit étre soumis a la
chaleur de soudage dans les quatre heures qui suivent la fin de I'absorption d’humidité ou de
I'’étuvage. La méthode et les conditions relatives a la chaleur de soudage doivent étre
sélectionnées du Paragraphe 5.4.2 au Paragraphe 5.4.4 selon la spécification applicable.
Quelle que soit la méthode d’essai employée, le nombre de cycles pour la chaleur de soudage
doit étre compris entre un et trois. Sauf précision contraire dans la spécification applicable, on
doit appliquer un cycle de chaleur de soudage. Si on sélectionne plus d'un cycle, le composant
doit étre refroidi jusqu'a une température inférieure a 50 °C avant chacun des autres cycles.
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NOTE La spécification appropriée peut stipuler un temps de stockage supérieur a 4 h aprés la fin de I'absorption
d'humidité ou de I'étuvage, si I'absorption d’humidité et le séchage qui interviennent pendant un stockage en salle

de plus de 4 h n’affectent pas le composant.

5.4.2 Méthode de chauffage par brasage par refusion par convection infrarouge ou
par convection

5.4.2.1 Prép

aration

Le composant doit étre placé sur le support.

5.4.2.2 Préchauffage

Sauf ir[dication confraire dans Ta spécification applicable, T'éprouvetie
dans upe gamme de conditions de températures figurant en A.3.1, pen
I'apparegillage de brasage par refusion.

5.4.2.3 Chauffage de la soudure

Aprés le préchauffage, la température doit étre augmentéej

ensuitel étre diminuée pour atteindre la température ambiante:

doivent| étre sélectionnées dans le Tableau 4 ou le Ta
dépendant des conditions réelles de soudage. Les tofé
indiquées en A.3.1.

NOTE 1| Dans les Tableaux 4 et 5, les corditions d
condition] de profil court de température, et les
condition| de profil long de température.

NOTE 2
Figure A

hauffée
s dans

créte et
huffage
plicable
ps sont

appliquées pour le soudagg réel en
appliquées pour le soudag

e réel en

Lées a la

cation

Température
pour le volume
Epaisseur mm
d¢ boitier éthode
mm 350 — >2 000
2 000 °C
°C
<25 Mgthigde A 10 240 240 225
(\ \Me‘thoéga 20 240 225 225
> ﬁ\ Néthage A 10 240 240 225
Méthode B 20 225 225 225
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Tableau 5 — Procédé sans Pb — Températures de refusion dans la classification

Epaisseur de Méthode Temps a 5°C preés de la Température pour le volume
boitier température de la mm3
mm classification spécifiée
s <350 350 — 2 000 >2 000
°C °C °C
<1,6 Méthode A 10 260 260 260
20
Méthode B 30
1,6 - 2.5 Méthode A 10 260 250 245
20
Méthode B 30 N (\
>2,5 Méthode A 10 250 2 245
20
N
Méthode B 30
N
5.4.3 Méthode de chauffage par brasage par+«efus 6p se vapeur
5.4.3.1 Préparation
L’éproyvette doit étre placée sur le suppokt.
5.4.3.2 Préchauffage
Sauf in uffée a
une ter reil de
brasag
5.4.3.3
La température que la
tempér s t+4s,
comme
Mdition Tempoérature Temps
C s
A 2155 20T 4

544

5.4.4.1

Préparation

Méthode de chauffage par brasage a la vague

La surface inférieure du composant doit étre fixée au support par un adhésif défini dans la
spécification applicable. Sauf précision contraire dans la spécification applicable, on ne doit
pas appliquer de flux a I'éprouvette ni au support.

NOTE 1

Si du flux est appliqué, la vaporisation de solvant dans le flux pourrait affecter I'’échauffement de

I’éprouvette. De ce fait, il convient de ne pas appliquer le flux au corps de I'éprouvette mais de l'appliquer
uniqguement aux broches aussi modérément que possible.
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NOTE 2 Lorsque les CMS ont une élévation (hauteur entre le bas du corps du CMS et le bas de la broche)
inférieure a 0,5 mm (sauf les CMS avec dissipateur a résistance thermique plus faible et dont I’épaisseur du corps
dépasse 2,0 mm), il convient de les soumettre a I'’essai correspondant a la chaleur de soudage des méthodes A
and B. Les CMS dont I'épaisseur du corps dépasse 3,0 mm sont soumis aux essais correspondant a la chaleur de
soudage de la condition I-B. Il convient d’'omettre le brasage a la vague des conditions IlI-A et IlI-B car les
méthodes A et B sont plus sévéeres que les conditions IlI-A et I1I-B pour ces CMS (se référer a A.3.3).

5.4.4.2 Préchauffage

Sauf précision contraire dans la spécification applicable, le composant doit étre préchauffé a
une température comprise entre 80 °C a 140 °C pendant 30 s a 60 s dans l'appareil de
brasage.

5.4.4.3 ——Chauffage-de-lasoudure

A la sujte du préchauffage, le composant et le support doivent étre im
fondue|en mouvement, comme indiqué a la Figure 2. Les condition
sélectignnées dans le Tableau 7.

la qoudure
ivént étre

Support

Eprouvette ,\ Sens

CEl 174801

Figure 2a — Début de Figure 2b - Fin de 'immersion
par brasage a la vague

immersion pour brasage a la vague

. Tempétaturende soudure ’e Temps. Méthode réelle
Conditi o d’immersion
C s de brasage
@ \ \ \260 +5 541 Simple vague
I1I-B \ 260 £ 5 10 £ 1 Double vague

N

5.4.4.4 Nettoyage

Si le flux est appliqué, il doit étre retiré selon une méthode de nettoyage précisée dans la
spécification applicable.

5.5 Reprise

Si la reprise est précisée dans la spécification applicable, le composant doit étre stocké dans
des conditions atmosphériques normales pendant la durée indiquée dans la spécification.

NOTE Le fabricant de semiconducteurs ne dispose généralement pas d'équipements pour brasage a la vague.
Lorsque le fabricant n’a pas accées a de tels équipements, il convient de spécifier la méthode uniquement aprés
accord entre le fabricant et le client.
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5.6 Mesures finales

5.6.1 Examen visuel

Le contréle visuel spécifié dans la CEl 60749-3 doit étre effectué aprés I'essai. Il faut préter
une attention particuliere aux craquelures externes et aux gonflements a détecter sous un

grossissement de 40x.

5.6.2 Mesure électrique

Les essais électriques doivent étre effectués selon les exigences de la spécification applicable.

5.6.3 Controle interne par tomographie acoustique

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, les craqueldre
internes de [I'éprouvette doivent étre contrélées par tomographis
CEIl 60749-35.

6 Inflormations devant figurer dans la spécificatic

) Matériau du support
) PoJietion de I'éprouvette sur le suppg
c) Composition du flux
) Nombre d’éprouvettes d’essai
) Parpmeétre et critéres de défaillanc
f) Préponditionnement
g) Méthode d’absorptig
h) Corjditions de séchg
i) Corditions d

j) Méthode d’absorg

avef dessicant
k) Ten
) Cor

et néce
m) Ten

d'al

n) Corlditions d’absurption d’humidité pour les CMS stockés dans
un ¢mballage parfaitement exempt d’humidité

iffcations
plon la

Paragrgphe
4.3
4.3
4.6
5
5.1
5.2
5.3
5.2
5.3

5.3.3
5.3.3.2

5.3.3.2

5.3.3.2

5.3.3.3

o) Conditions d’absorption d’humidité pour les CMS sous emballage
sans dessicant

p) Temps entre la fin d’absorption d’humidité et la chaleur de soudage
gq) Méthode et condition de la chaleur de soudage
r) Nombre de cycles de chaleur de soudage

s) Conditions de préchauffage pour brasage par refusion par convection
infrarouge et par convection

t) Conditions de chauffage pour brasage par refusion par convection
infrarouge et par convection

u) Conditions de préchauffage pour brasage en phase vapeur
v) Méthode de fixation au support (type d’adhésif)
w) Conditions de préchauffage pour brasage a la vague

5.3.2
5.4.1
5.4.1
5.4.1

54.2.2

54.3.3
54.3.2
5.4.4.1
5442
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x) Méthode de nettoyage pour le flux

y) Conditions de reprise

2)

41—

Paramétre et critéres de défaillance pour les mesures finales

5444
5.5
5.6

i

@%
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Annexe A
(informative)

Précisions et descriptions de la méthode d’essai sur la résistance

AA1

des CMS a boitier plastique a I’effet combiné de I’humidité
et de la chaleur de soudage

Description de I’'absorption d’humidité

A11

Les m¢g
CMS s
étre ut
conditig

Lorsqu

Directives concernant I’absorption d’humidité

thodes A et B d’absorption d’humidité de 5.3 sont destinée
bus emballage avec dessicant, tandis que les conditions du
lisées avec des CMS sous emballage sans dessicant
ns ambiantes.

I’ absor

Si les

méthode A et de la méthode B, i

les car

A.1.2
A.1.21

La prés

Il est nécessaire

craque
puce. L
a 85 °d
du boit
obtenir

Les caf

présen

La Figlire Ad

résine.

es imprimées.

ence d’humnidité
ures du

a Figure A,

our les
nées a
ns des

apres
mettre

ité de la
der sur

résine.

, fcar les

u de la

’humidité

érieure
h pour

re A.3,

ificative.
ioh de la

La saturation est nécessaire dans les essais de chaleur de soudage afin de simuler un
stockage longue durée, d’'un an par exemple, qui a lieu lorsque les CMS sont sous emballage
avec dessicant ou placés en entrepdt. La vitesse de diffusion de la vapeur d’eau dans la résine
dépend uniquement de la température. Si I'on considére I’épaisseur de la résine définie a la
Figure A.2, le temps mis par ’humidité pour arriver a saturation a 85 °C dépend de I'épaisseur
de la résine, comme lillustre la Figure A.3. Il semblerait que, pour un CMS norm
I’épaisseur de la résine est comprise entre 0,5 mm et 1,0 mm, un temps d’absorption
d'humidité de 168 h soit nécessaire.

al dont
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La teneur en humidité de la résine a saturation dépend de la température et de I'humidité
relative, comme lillustre la Figure A.4. L’humidité relative nécessaire pour lI'absorption
d'humidité peut étre déterminée a partir de la Figure A.4 (de fagon, par exemple, a faire
correspondre la teneur en humidité a 85 °C avec la teneur en humidité a 30 °C, la température
de stockage réelle). Les conditions de I'absorption d'humidité pour les essais de chaleur de

soudag

e dérivent de la Figure A.4, comme l'indique le Tableau A.1.

La Figure A.5 illustre la teneur en humidité de la résine a la premiere interface (surface
supérieure de la puce ou surface inférieure de I'embase) dans les conditions d'absorption
d'humidité et les conditions réelles de stockage.
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Figure A.1 - ’humidité a 85 °C, 85 % HR
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fa”¢ou“b”: la plus grande des deux épaisseurs est définie comme I’épaisseur de la résine; I3

e'd€ |la puce ou la surface inférieure de 'embase est définie comme la premiére interface.

Figure A.2 — Définition de I’épaisseur de la résine et de la premiére interface

surface
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Figure A.3 — Temps d'absorption d'humidité jusqulz
en fonction de I’épaisseur de la.ré
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Tableau A.1 — Comparaison entre les conditions réelles de stockage et les conditions
d’absorption d’humidité équivalentes avant la chaleur de soudage

Humidité relative pour

Conditions Conditions réelles de stockage I’absorption d’humidité a 85 °C
%
A2 30 °C max., 30 % HR max. 305
Tableau 1 30 °C max., 85 % HR max. 85+5
B2 30 °C max., 60 % HR max. 60+ 5
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